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  Franz Keldysh Oscillation (FKO)은 p-n 접합 구조의 공핍층(depletion zone)에서 전기장(electric 
field)에 의해 발생되며, Photoreflectance (PR) spectroscopy를 통하여 관측된다. InAs/GaAs 양자점 

태양전지(Quantum Dot Solar Cells, QDSCs)에서 PR 신호에 대한 Fast Fourier Transform (FFT)을 

통하여 FKO 주파수들을 관측할 수 있고, 각각의 FKO 주파수들은 태양전지 구조에 대응하는 

표면 및 내부전기장(internal electric field) 들로 분류할 수 있다.
  InAs/GaAs 양자점 태양전지에서 AlGaAs potential barrier의 두께에 따른 내부전기장의 변화를 

조사하기 위해, GaAs-matrix에 8주기의 InAs 양자점 층이 삽입된 태양전지를 molecular beam 
epitaxy (MBE) 방법으로 성장하 다. 양자점의 크기는 2.0 monolayer (ML)이며, 각 양자점 층은 

1.6 nm에서 6.0 nm의 AlGaAs potential barrier들로 분리되어 있다. 또한 양자점 층의 위치에 따

라 내부전기장 변화를 조사하기 위해, p-i-n 구조에서 양자점 층이 공핍층 내에 위치한 경우와 

p+-n-n+ 구조에서 양자점 층이 공핍 층으로부터 멀리 떨어진 n-base 역에 삽입하여 실험결과

를 비교분석하 다.
  PR 실험결과로부터, p-i-n 구조에서 InAs 양자점 태양전지의 내부전기장 변화는 potential 
barrier 두께에 따라 다소 복잡한 변화를 보 으며, 이는 양자점 층이 공핍층 내에 위치함으로

써 격자 불일치(lattice mismatch)로 발생된 응력(strain)의 향으로 설명할 수 있다. 이러한 결

과들을 각각의 태양전지 구조에서 표면 및 내부전기장에 대해 계산된 값들에 근거하여, 
p+-n-n+ 구조에서 양자점 층이 공핍 층으로부터 멀리 떨어진 역에 삽입된 경우의 결과와 비

교해 보면 내부전기장의 변화는 더욱 분명해진다. 즉, 양자점 층의 potential barrier의 두께를 

조절하거나, 양자점 층의 위치를 변화시킴으로써 양자점 태양전지의 내부전기장을 조작할 수 

있으며, 이는 PR 실험을 통해 FKO를 관측함으로써 확인할 수 있다. 
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